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ВВЕДЕНИЕ
В некоторых полупроводниковых плёнках
Bi2Te3 и Sb2 Te3,  полученных вакуумным напы-
лением,  наблюдается аномально большая
тензочувствительность [1]. Условия напыле-
ния сильно влияют на электрические свойст-
ва полученных плёнок.  В работе  [1]   свойст-
ва пленок, полученных вакуумным напыле-
нием, объясняются привлечением модели
наночастиц. В этой работе предполагается,
что размеры поликристаллических зерен сос-
тавляет порядка  нескольких десятков нано-
метров. В этих условиях между наночасти-
цами могут возникать потенциальные ба-
рьеры. Целью настоящей  работы  является
исследование тензочувствительности систе-

мы потенциальных барьеров. Разумно пред-
положить, что расположение кристаллитов,
таково, что между зернами образуются потен-
циальные барьеры толщиной несколько нано-
метров. Через такие барьеры проникают тун-
нельные и термоэмиссионные токи. За счет
случайного расположения кристаллитов, по-
тенциальные барьеры между ними имеют
случайные толщины. Ток, проходящий  через
такие структуры, вычисляется по теории про-
текания [2]. При этом уровень протекания оп-
ределяет сопротивление потенциальных ба-
рьеров. Эти барьеры расположены как слу-
чайная сетка сопротивлений. Расчет такой
задачи в общем случае достаточно сложен, а
иногда невозможен  из за отсутствия доста-
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TENSORESISTIVE EFFECT IN THE SYSTEM POTENTIAL BARRIERS IN
SEMICONDUCTOR FILMS

G. Gulyamov, A.G. Gulyamov, G.N. Mazhydova
In the work proposed  model of  the tensosensitive  semiconductor film according to which, the film is
considered as system of potential barriers. It is considered  tensosensitive systems of potential bar-
riers. It is shown   that the model according to which at deformation varies only width of a potential
barrier can explain is abnormal great values of factor tensosensitive thin film Bi2Te3 and Sb2 Te3, re-
ceptions by a vacuum dusting.
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пленках Bi2Te3  и Sb2 Te3,  полученных вакуум-
ным напылением.
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